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Formation

1999-2004 Doctorat d’électronique et micro-électronique de l’Université de Caen,
soutenue le 5 juillet 2004.

1998-1999 DEA“Physique de la Matière”, spécialité “physique du solide”, Université
Paul Sabatier, Toulouse.

1997-1998 Maîtrise de Sciences Physiques, mention AB, Université de Toulon
et du Var.

1996-1997 Licence de Sciences Physiques, mention AB, Université de Toulon
et du Var.

1994-1996 DEUG Sciences de la Matière, Université de Toulon et du Var.
1994 BAC, série C.

Expériences de recherche

2005-en cours Post-doc, LMGP, Grenoble, Dépôt par MOCVD de couches minces de
manganites RE − Mn − O1 et veielle technologique sur les scandates
comme oxydes à forte constante diélectrique

1999-2004 Sujet de thèse, GREYC, CaenCofabrication monolithique de capteurs
supraconducteurs YBa2Cu3O7−δ et d’une électronique semiconductrice
sur substrat de silicium.

1999 Sujet du stage de DEA, LETI, Grenoble : étude des contraintes pour les
matériaux de la microélectronique par spectroscopie Raman.

1998 Sujet du stage de Maîtrise, L2MP, Toulon : Elaboration et caractérisa-
tion des propriétés thermochromiques de nanoparticules de dioxyde de
vanadium par une synthèse originale.

1997 Sujet du stage de Licence, L2MP, Toulon : Préparation et caractérisation
des propriétés d’échantillons massifs de pyrophosphates multiphasés pour
une étude en microscopie électronique par transmission.

Expériences pédagogiques

2002-2004 ATER à temps partiel à l’école d’ingénieurs ENSICAEN : élec-
tronique analogique et instrumentale, transmission de l’information.

1999-2002 Vacations : électricité, électronique et automatique (1ere et 2d an-
nées),IUT Mesures Physiques de Caen ; électronique analogique (2d an-
née), ENSI de Caen



Compétences

Connaissances scientifiques

Electronique Instrumentation
Physique de la matière condensée Micro-électronique
Semiconducteur Propriétés électriques

Savoir-faire

Elaboration de couches minces PLD, pulvérisation RF, évaporation par effet Joule, MOCVD par injec-
tion

Technologie en salle blanche Photolithographie, gravure chimique et ionique
Caractérisations structurales RX, AFM, TEM, SEM
Caractérisations électriques Mesures sous pointes I-V et C-V

Mesures de bruit et caractérisations statiques de transistors
Circuits imprimés Prise de schéma, rootage et tirage des cartes
Simulation SPICE Orcad et ngspice (linux)

Langues

Anglais : Courant (rédaction d’articles scientifiques et participation à des confé-
rences internationales)

Italien : Scolaire

Informatique

Langages : Pascal, Fortran, HTML
Systèmes : Linux et Windows
Logiciels : LaTeX, MSOffice, Microcal Origin 7, Matlab, Mathematica ...

Divers

Titulaire du Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur,BAFA (1993)
Titulaire du Brevet fédéral d’initiateur de randonnée en montagne(1993
Titulaire du permis B(1995)

Publications

Article de revue à comité de lectures

– Cofabrication of epitaxial Y Ba2Cu3O7−δ thin films and p-MOS field-effect transistors on (100)
Si substrate, L. Méchin, G. Huot et D. Bloyet, Appl. Phys. Lett. vol. 85 n. 15 (2004)

– Compatibility of the PMOS technology with the YBCO growth on Si , L. Méchin, G. Huot, D.
Bloyet, G. LeRhun et L. Pichon, Supercond Sci. Technol. vol. 17 (2004), pp S161-S164.

Article de Conférence internationale

– Monolithic fabrication of YBCO and PMOS devices on silicon for bolometric applications, G.
Huot, L. Méchin, B. Domengès and D. Bloyet, invited paper, Workshop On Low-Temperature
Electronics n :6, Nordjik, Hollande, 25-28 juin 2004.



– Pt-based metallization of PMOS Devices for a compatible of monolithic semiconducting /YBCO
superconducting devices on silicon, G. Huot, L. Méchin et D. Bloyet, Workshop on Materials for
Advanced Metallization, 9-12 mars 2003, La Londes les Maures, France, published in Microelc-
tron. Eng. vol. 70, (2003), pp 246-250.

Article de conférence nationale

– Croissance de couches minces épitaxiées d’YBCO sur substrat de silicium, L. Méchin, G. Huot,
J. C. Villégier, C. Dubourdieu, GDR Atelier Relax, 3-4 juin 2004, Grenoble

– Métallisation de platine pour des composants PMOS dans le cadre de l’intégration monolithique
de composants semiconducteurs et supraconducteurs sur substrat de silicium, G. Huot, L. Méchin
et D. Bloyet, GDR Oxydes à propriétés remarquables, Colleville, mai 2003.
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